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Der integrierte MOS-Sd:JEi‘:tT(rEl'Sﬁw 352D ist ein d
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mischer 64-bit-Serienspeicher fiir negative L«t:-gik.zir ;

Ft:.:ll'. den Betrieb werden 4 externe Taktsignale be-
ndtigt. '
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1 = Ausgang a

2 = Dagteneingang e

3 = Takteingang cp,

4 = Auszgang a

5 = Takteingang cps

§ = ladeelngang e

7 = Takteingang cp
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= Takteingang cp

10 = innere \"erbindtfng i. V.
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AnschluBbelegung und logisches Schaltbild
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Statische Kennwerfe bet-dy =25°C
Meb-
bedingungen 'min mox
Eingangsreststrom Si- o =Up =25V 10 uA
gnal- u. Speichereing. : ,
Eingangsreststrom —lep Ut =31V 50 uA
Takteingénge / f
Ausgangsspannung L -UoL -Ung2V; 10 v
. U =9V
Ausgangsspannung H =~ —UoH —Ucpl=24V; ; 2V
-Ul:pH =1V
f = 300 kHz,
: Re =1 M2
Eingangskapazitat Si- Cy | MeBspannung 3pF
nal- u. Speichereing. <02V
Elingangskupazitﬁt Cep!f= 22 pF
Takteing@nge 0,5 ...2MHz
Betriebsbedingungen
Taktspannun —UepL 24 27V
& 3 —UcpH ] 1V
Signal- u. Speicher- ~U 9 24V
spannung ~UH 0 2V

Taktfrequenz . fep 0,01 1 MHz



